市立松山工農　1407011713
班級：　　　　　座號：　　　　　姓名：　　　　　命題老師：陳樂
一、選擇題（每題5分，共100分）：

1.【 C 】
第N層軌道最多可容納幾個電子(A)8　(B)18　(C)32　(D)50　

解析：公式=2n2，N=第4層，n=4，電子數=2(42)=32。

2.【 D 】
在0K時，矽的結晶體，其能隙約為多少？(A)1.12eV　(B)0.72eV　(C)0.78eV　(D)1.21eV　

解析：0K矽的能隙為1.21eV(電子伏特)。

3.【 A 】
在0K時，鍺之能隙約為多少？(A)0.78eV　(B)0.72eV　(C)1.1eV　(D)1.21eV　

解析：0K時鍺的能隙為0.78eV(電子伏特)。

4.【 D 】
在室溫下之矽晶體，欲使電子由其共價鍵中釋放出來而成為自由電子，至少需要多少能量？(A)1.21eV　(B)0.78eV　(C)0.72eV　(D)1.1eV　

解析：在室溫下，要使矽的價電子形成自由電子，必需要有1.1eV才能使其脫離共價鍵。

5.【 A 】
在絕對零度時，本質半導體內所有的價電子(A)在價電帶內　(B)在禁止帶內　(C)在導電帶內　(D)均為自由電子　

解析：在絕對零度時，所有的價電子無法獲得能量，無法脫離價電帶。

6.【 B 】
下列何者為摻入施體( donor)雜質後之半導體名稱？(A)P 型半導體　(B)N 型半導體　(C)本質半導體　(D)載子半導體　

解析：本質半導體加入施體雜質(五價元素)成為N型半導體。

7.【 D 】
下列何種元素摻入純質半導體材料中可將純質半導體的電特性轉變為P型半導體(A)磷　(B)砷　(C)銻　(D)硼　

解析：硼為3價元素，半導體加入3價元素即成P型半導體。

8.【 A 】
就PN接面而言，逆向飽和電流Io的大小，下列敘說何者為真？(A)Io與逆向電壓無關　(B)Io與溫度成直線正比　(C)Io與逆向電壓成正比　(D)Io與逆向電壓成反比　

解析：逆向飽和電流與逆向電壓無關。

9.【 B 】
二極體施以逆向電壓時，仍有微小電流產生，此乃因(A)主載子的流動所致　(B)副載子的流動所致　(C)主副載子同時流動所致　(D)以上皆非　

解析：加逆向電壓時，如果是理想二極體應不會有電流產生，但事實上是有微小的電流產生，是因為少數載子移動所致。

10.【 A 】
如圖所示[image: image1.png]


，測量一二極禮，電表撥在R10，指針偏轉於LV刻度的0.3V處，則此二極體為(A)不良品　(B)矽質　(C)鍺質　(D)可能為矽質，亦可能為鍺質　

解析：三用電表的紅棒是接電池的負極，黑棒接正極，此圖中的二極體處於逆向偏壓，但電表的顯示數值為低電阻，正常的二極體值  ，故此二極體已損壞或為不良品。

11.【 A 】
對於二極體，下列敘述何者正確？(A)用在檢波時，要工作在非線性區　(B)串聯可增加最大電流　(C)並聯可增最大逆向電壓　(D)施加逆向偏壓愈大，則空乏區寬度變小　

解析：串聯可增加最大逆向電壓，並聯可增加最大順向電流，逆向偏壓​，空乏區寬度​。

12.【 D 】
P−N二極體逆向飽和電流IS於溫度每上升10C約增加一倍，有一二極體於300K時，IS=1A，於400K時，IS應為(A)100A　(B)200A　(C)800A　(D)1024A　

解析：T1=300K，IS1=1A，T2=400K，[image: image2.wmf]21
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13.【 C 】
如圖所示[image: image3.png]20mA




之二極體在流通1mA電流時，兩端的電壓差為0.7V，若=1且VT = 25mV，則VD為(計算時可參考底下的自然對數表)[image: image4.emf]l n2  ln3  ln4  ln5  ln6  ln7  ln8  ln9  ln10  ln11   0.693  1.099  1.386  1.609  1.792  1.946  2.079  2.197  2.303  2.398   ln12  ln13  ln14  ln15  ln16  ln17  ln18  ln19  ln20    2.485  2.565  2.639  2.708  2.773  2.833  2.890  2.944  2.996   

 　α(A)0.7V　(B)0.73V　(C)0.76V　(D)0.79V　

解析：[image: image5.wmf](1)
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 。(1)當ID=1mA時，VD =0.7V，[image: image6.wmf]1mA
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 ，[image: image10.wmf]0.7
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 ，[image: image11.wmf])
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 ，[image: image12.wmf]V
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14.【 C 】
如圖所示[image: image13.png]


，設D1，D2為理想二極體，試求Vo＝？(A)1V　(B)2V　(C)3V　(D)4V　

解析：D1處於順向偏壓導通，視為短路[image: image14.wmf]V
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 D2處於逆向偏壓截止，視為開路。

15.【 B 】
下列何者為二極體接逆向偏壓時的等效？(A)短路　(B)斷路　(C)電阻　(D)電感　

解析：二極體逆偏截止視為斷路。

16.【 A 】
下列有關理想二極體之敘述，何者正確？(A)順向偏壓時，其順向阻為零　(B)順向偏壓時，其切入電壓為無窮大　(C)逆向偏壓時，其逆向電阻為零　(D)逆向偏壓時，其逆向電流為無窮大　

解析：理想二極體順偏導通視為短路，切入電壓及內阻均為0，逆偏截止視為斷路，逆偏電阻無窮大，漏電流為0。

17.【 C 】
如圖所示[image: image15.png]100Q2
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，欲使稽納(Zener)二極體正常工作，其RL最小值為(A)0Ω　(B)10Ω　(C)50Ω　(D)100Ω　

解析：[image: image16.wmf]3010V
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 ，[image: image18.wmf]3100
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18.【 D 】
6.8V稽納二極體，在IZ變化2mA時會有50mV的VZ變化，則當流過4mA電流時，跨於二極體二端之電壓為(A)6.6V　(B)6.7V　(C)6.8V　(D)6.9V　

解析：rz=[image: image20.wmf]2mA
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 =25Ω二極體之端電壓VD=IZrZ+VZ=4mA25+6.8V=6.9V

19.【 B 】
如圖中[image: image21.png]


Vin=20V、RS=1Ω，稽納二極體DZ的參數為VZ=9.3V、IZK=1mA、IZK=6mA，若忽略其稽納電阻，且二極體D1之膝點電壓(Knee Voltage)為0.7V，則可讓稽納二極體DZ正常運作之最低負載電阻RL為(A)959Ω　(B)1.11kΩ　(C)1.98 kΩ　(D)2.5 kΩ　

解析：I=[image: image22.wmf]k
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 =10mA，V0=VD+VZ=0.7+9.3=10VI=IZX+IL(max)，IL(max)=IIZX=101=9mARL(min)=[image: image23.wmf]mA
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20.【 B 】
稽納(Zener)電壓調整電路如圖所示[image: image24.png]


，其中稽納二極體之VZ=10V、IZ=5mA ~20mA，若Vi=100V，請問電阻R的值需為多少，才能使得稽納二極體在IL=0～IL(max) 之間進行調節？且IL(max)=？(A) R=4.5kΩ、IL(max)=40mA　(B) R=4.5kΩ、IL(max)=15mA　(C) R=4.5kΩ、IL(max)=25mA　(D) R=18kΩ、IL(max)=15mA　

解析：IL=0~IL(max)，表示IL(min)=0I=IL(min)+IZM=0+20=20mAR=[image: image25.wmf]m
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